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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Л к. МЛТЕВОСЯН

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕХЭЛЕКТРОДНОП 
ЖРАНИРС )ВАНН( >11 У( I мн )ВК 11 ПРИ И( < Л1 'н ЗВАНИЯХ

М1 ГОД ШИ ( ОПРОТИВЛЕНИЙ II ВЫ ШАННОН 
ПОЛЯРИ ’■ \111III

В настоящее время (ля решения данной ։а дачи большое нгачснис 
ПрИДПСТСЯ р.ч (ЛИЧНЫМ ри ЩОВИДНоС ТЯМ сложных установок (групинро 
манные, эк։ра1гировшшые| жранированно ।рупнировапные) [1,3. 1| I рун 
1111|)()11а1нны<՝ у<՝ । апопки, особенностью которых являются диффсрен 
ииальпые II (Мерення ра 1НОС1Н потенциалов с применением более двух 
приемных электродов, но сравнению с другими ра шови пни гимн слож­
ных установок, получили наибольшее распространение В отличие от 
них экранированные установки характеризуются наличием свыше двух 
питающих «а <емлс11пп, что ио «во.'внч тмепять не только величину, но 
и направление напряженности нормального поля. Это обе।оя।ельс।во 
приводит к получению качественно новой информации о г<кнлек1рн 
песком ри 1ре 1е и тем самым указывает на неоспоримое Преимущество 
жраиироваппы\ установок перед группированными Однако жраниро 
ванные установки требуют ра шегелоння на определенные части юка в 
питающих од томлениях, что в некоторой степени <а । рудняег их пр.ткги 
веское применение.

В настоящей работе рассмотрена 'возможность применения трех 
электродной экранированной установки А|ВаММ (рис I) при провей՝ 
пин исследований метод.։ми сопротивчепнй и IIII, представлена ։авп 
самость параметров поля сложной установки от параметров слагающих 
се простых установок.

На основе применимое।и принципа суперно 111111111 для вектора на
--Ж 

пряженноегп первично! о ноля питающих <а 1емлсппй /11 и (£<>)» 
по(М1е несложных вычислений, можно получить, что в точке /’. лежаний 
па одной прямой с пп । ающнми член। родами и отстоящей 01 .4|Нарас 
стоянии п/ (где .’Н>1 в единицах /с./՛). ияпряжепщ)С1Ь равна пулю, при 
условии

Л»,
’Де /Л| и /л> величины тока в питающих ։аземлениях /11 и /1а с<ю| 
остствепно.
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Параметр т, названный показателем дифференцирования, является 
важнейшим параметром трехэлектродной экранированной установки, 
характеризующим расположение и величину силы тока питающего элек­
трода Л։. В зависимости от величины т производится детализация раз­
реза по проводимости в определенном интервале глубин.

На рис. 2 представлена

Рис. 1. Схема трсхэлсктродной экраниро­
ванной установки Д|В2.МЛ/.

часть поля вектора напряжен- 
—ф-

Нэсти Е՝ в плоскости питаю- 
щих электродов, вычисленная 
на ЭВМ и использованием 
формулы для напряженности 
первичного поля точечного 
источника тока в однородной
изотропной среде. В окрест­

ности критической точки Р вектор Е^ имеет* различные направления, 
а в ней равен нулю. Поскольку увеличение плотности тюка (напряжен­
ности поля) в некоторой области геоэлектрического разреза приводит к 
увеличению влияния на наблюдаемое поле геологических объектов, на­
ходящихся в этой области, то можно заключить, что при расположении 
приемных электродов поблизости критической точки достигается увели­
чение глубинности электрораззедочных работ.

Как известно, кажущееся 
сопротивление р’ для неод- Л 
породной среды, полученное 
установкой опреде­
ляется по формуле: 

где /г*—коэффициент трех- 
электродной экранированной 

Рис. 2. Первичное поле вектора напряжен­
ности при т = 1.3 (масштаб дан в единицах 
напряженности первичного поля источника 

В2 в точке Р).

установки, имеющий размер­
ность длины [1, 4]; Ди*—'раз­
ность потенциалов между при­
емными электродами Л1 и У.

Параметры поля трехэлектродной экранированной установки 
Л|В2Л1А/ можно выразить через параметры ::чля простых трехэлектрод­
ных установок Д-Л1Д’ и /ЗгМУ, слагающих сложную установку:

а । в, 
—Ь.

*’1 А ।

*я,<Р
1 - <р

/и
т2к..

^2

и р; = р? +

где А.’л , —коэффициенты; р^«, р£։ — величины кажущегося сопро­
тивления установок А.МЫ и В2М1\\ Др* = р?։ —Р?՛, а к к

(3)
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—коэффициент чувствительности трехэлектродной экранированной уста­
новки А\В2М^ показывающий во сколько раз увеличивается приращение 
кажущегося сопротивления (Ард), полученное простой установкой, при 
наблюдениях экранированной, что позволяет судить о разрешающей 
способности последней.

При исследованиях методом ВП трехэлектродной экранированной 
установкой, основываясь па положении о линейности процессов вызван­
ной поляризации и применимости принципа суперпозиции потенциалов 
полей, соответствующих отдельно взятым источникам поляризующего 
тока [2], возможно выразить параметры поля ВП сложной установки 
А}В2Ь№ через параметры поля слагающих ее простых установок А}\№ 
и В2ММ. Тогда кажущаяся поляризуемость, определенная А^МШ, 
равна:

ол = ^*4- ^вп (4)

где Дб/нн—разность потенциалов поля ВП между приемными электро­
дами; т^«, — величины кажущихся поляризуемостей, определенные
А.ММ и В2М\; Ат -= 1 • 7 'Я х

коэ ’•Жициент

^1Ш ֊

чуветви гельности трехэлектродной экранированнойI 1

1 1

установки при изучении процессов вторичного ноля.
Формулы (2) и (4) определяют возможность получения графиков 

кажущегося сопротивления и кажущейся поляризуемости для экрани­
рованной установки через параметры простых установок. Коэффициент 
<р, входящий в формулы (3) и (5), может принимать любые положи­
тельные значения, характеризует коэффициенты чувствительности экра­
нированной установки в методах сопротивлений ((1) и вызванной поля­
ризации (б/вп), которые в свою очередь определяют величины р‘ и т£. 
Так, в частном случае ср= 1 при работах методом сопротивлений, уста­
новка А[В2ММ становится нулевой (£* = оо), характеризующаяся ра­
венством нулю в однородной среде (приемные электроды находятся 
на линиях равного потенциала) и при исследованиях с нею изучается 

дО’* , • ,величина отношения —— [1]. Множество таких экранированных 
вг

установок представляет совокупность экранированных установок с кри­
тическими размерами. При работе методом ВП нулевой установкой не­
обходимо ограничиться истолкованием переходной характеристики вто­
ричного поля.

Необходимо отметить, что: 1) кажущееся сопротивление 
р* = р* (<р, р^1, р$?‘) и кажущаяся поляризуемость = 
р^‘. р?’) могут принимать любые значения; 2) при равенстве величин 
кажущихся сопротивлений, полученных установками ДХЛ1А и В^1\
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(Лр.=О)-Р; = ₽:•=?? и <=’£•+^’1,; 3) в случае одинаковых 
значений поляризуемости, полученных простыми установками = 
= 0). кажущаяся поляризуемость < = ^ = т^' и неоднородность по­
род по электропроводности не может создать аномалий ВП.

В свою очередь, с помощью выражений (2) и (4) возможно получе­
ние теоретических кривых для трехэлектродной экранированной уста­
новки из теоретических кривых слагающих ее простых установок для 
различного характера неоднородности разреза, не прибегая к весьма 
трудоемким вычислениям. Необходимо отметить, что при больших зна­
чениях коэ ициента чувствительности< 1

Г 1
экранированная установка при­

ближается к нулевой и в этом случае следует предпочесть непосредст­
венные вычисления ?* и т* или становится нулевой, для которой
понятия кажущихся сопротивлений и поляризуемости теряют омысл.

Как известно, аномалия ВП определяется избыточной поляри­
зуемостью исследуемых тел, их размерами, электрической проводи­
мостью, типом и размерами применяемых установок [2]. Надежность 
выделения аномалий кажущейся поляризуемости зависит от соотноше­
ния регистрируемых полезных сигналов и помех, при этом следует иметь 
ввиду двойственный характер понятия сигнал/помеха [5].

В качестве примера, показывающего повышенную разрешающую 
способность трехэлектродной экранированной установки по сравнению 
с простой установкой, рассмотрена величина аномалии поля ВП от ша­
рообразного рудного тела с избыточной поляризуемостью, залегающего 
на глубине /։2, при наличии такого же тела, находящегося на глубине 
Л։ являющейся помехой для обнаружения гл՝'бокозалегающего
объекта. С целью упрощения вычислений, допускалось, что шарообраз­
ные тела радиусом г = 0,1 /?2 поляризуются однородным электрическим 
полем с величиной напряженности первичного поля, соответствующему 
их центрам и по электропроводности не дифференцируются от вмещаю­
щей среды.

Теоретические расчеты поля ВП для описанного разреза, получен­
ные при использовании установок 41В2ЛМ/ и А\М^' (центр приемной 
линии находится над шарообразными телами и совпадает с критической 
точкой), показали, что величина отношения сигнал/помеха при исследо­
ваниях экранированной установкой в 9,4 раза (при /^=0,1; /г2=0,5; 
/п=1,5; Ц7/\/ = 0,4—все величины даны в единицах В2Р) и 3,5 раза (при 
/11 = 0,2; Л2 = 0,5; /п=1,5; МА/ = 0,4) больше, чем для простой установки.

Таким образом можно заключить:
1. Увеличение аномалий (>* и и соответственно глубинности 

исследований трехэлектродной экранированной установкой, достигается 
путем увеличения величины первичного поля па глубоких горизонтах и 
одновременного его ослабления в районе приемных электродов.

2. В отличие от других типов экранированных установок, установ­
ка /11В2Л1А/ характеризуется наименьшим числом питающих разнопо­
лярных заземлений, позволяющая изменять величину плотности тока 
(увеличение с последующим уменьшением) с глубиной, что способствует 
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повышению разрешающей способности электроразведочных наблюде- 
ний.

3. Несмотря на увеличение инструментальных и топографических 
погрешностей, при проведении работ установкой А\В2М1Я, комплексная 
интерпретация результатов наблюдений, полученных простыми и экра­
нированными установками, позволит выделить полезный сигнал на фоне 
различного рода помех.
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